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摘要：高性能存储芯片堪称全球人工智能蓬勃发展的核心驱动力，不仅有力推动了信息技术产业不断迈进、显著提升电子设

备性能、为服务器和数据中心的发展注入强劲动力，还极大促进了人工智能与机器学习、物联网、虚拟现实以及增强现实等

新兴技术的崛起。本文全面系统地梳理了我国高性能存储芯片的发展需求，分析了高性能存储芯片的国际发展态势，总结了

我国高性能存储芯片的发展现状，深入剖析了发展进程中所面临的问题与挑战，精准指出其带来的变革机遇，并提出以下针

对性的对策建议：一是分层施策夯基础，变革策略求突破；二是传统新型两手抓，多条路线齐头并进；三是加速形成新技术

布局，逐渐打破市场层垄断，期望能够加速我国高性能存储芯片的发展进程。

关键词：高性能存储芯片；人工智能；数据中心；安全存储

中图分类号：TN4  文献标识码：A

Development of High-Performance Memory 
Chip Industry

Meng Liu 1, 2, 3

(1. China Academy of Electronic and Information Technology, China Electronics Technology Group Corporation, Beijing 100041, 
China; 2. Research Center for Development and Strategy, China Electronics Technology Group Corporation, Beijing 100043, China; 

3. Institute for Development and Planning, China Electronics Technology Group Corporation, Beijing 100043, China)

Abstract: High-performance storage chips are the core driving force underlying the robust expansion of global artificial intelligence. 
They are crucial for promoting the information technology industry, improving the performance of electronic devices, driving the 
evolution of servers and data centers, and fostering nascent technologies such as artificial intelligence, machine learning, the Internet 
of Things, virtual reality, and augmented reality. This study explores the essence of high-performance storage chips and sorts out their 
development requirements and international development trend. Moreover, it summarizes the development status of high-performance 
storage chips in China, delves into the problems and challenges encountered, and pinpoints the transformative opportunities. 
Furthermore, it proposes the following policy suggestions: (1) implementing a stratified approach to solidify the foundation while 
revolutionizing strategies to strive for breakthroughs; (2) stressing on both traditional and novel technologies and pursuing parallel 
development along multiple pathways; and (3) accelerating the establishment of a novel technological framework to progressively 
break the market monopoly.
Keywords: high-performance memory chips; artificial intelligence; data center; secure storage

收稿日期：2025-01-02；修回日期：2025-01-22

通讯作者：孟柳，中电科发展规划研究院有限公司高级工程师，研究方向为科技创新、集成电路产业研究等；E-mail: mengliu@cetc.com.cn

资助项目：中国工程院咨询项目“全球未来信息产业发展趋势及我国开辟新领域新赛道战略研究”(2023-XBZD-21)

本刊网址：sscae.engineering.org.cn

142



中国工程科学 2025 年 第 27 卷 第 1 期

一、前言

高性能存储芯片包括动态随机存取存储器

（DRAM）、闪存（NAND Flash）、高带宽存储器

（HBM）等[1]，具有高读写速度、大容量、低功耗、

高可靠性、强稳定性、数据传输快速等特点[2]，能

够满足智能手机等移动设备、数据中心与云计算、

人工智能（AI）与机器学习、汽车电子、安防监

控、航空航天等对存储有高要求应用领域的需求。

随着AI大模型和AI服务器的持续进化，市场对高

性能存储芯片的需求将达到前所未有的高度。同

时，随着手机、个人计算机等计算终端对大模型的

积极采纳，消费电子产品对存储芯片的需求也将持

续增长。为此，各国纷纷出台了一系列政策和发展

计划，如美国的《芯片与科学法案》《美国国家半

导体技术中心愿景和战略》[3]，韩国的产业支持计

划、日本的资金支持、欧盟共同利益重要项目

（IPCEI）计划等。

我国存储芯片在经历了早期的探索阶段和缓慢

发展阶段后，从2016年开始进入快速发展阶段。当

前，我国存储芯片的整体布局呈现多区域、多环节

协同发展态势，在政策支持、市场需求等因素的推

动下，不断加强技术研发和产业布局，各个环节都

取得了一定的成果，但与国际先进水平相比仍存在

一定差距。例如，上游的半导体材料如硅片、光刻

胶等虽然取得了一定进展，但与国际先进水平相比

仍有差距[4]；半导体设备如光刻机无法满足先进制程

（14 nm及以下）需求，芯片设计领域如DRAM，在

技术和市场份额上与国际巨头还有很大差距；中游

芯片制造工艺与国际先进水平（10 nm）相比发展较

滞后；在下游应用领域，随着AI技术的持续发展，

对存储芯片性能提出了更高的要求[5]，需要加速推动

“计算+存储+传感”全面扩展等的高性能存储芯片。

因此，当前发展高性能存储芯片，促进产业优

化升级，提高投入产出比、优化产品结构，显得尤

为急迫[6]。为此，本文从梳理高性能存储芯片的发

展态势和发展现状出发，分析高性能存储芯片发展

面临的问题与挑战，指出高性能存储芯片发展带来

的变革与机遇，并提出对策建议，以期推动我国高

性能存储芯片的快速发展。

二、高性能存储芯片的需求分析

（一）高速读写

人工智能大模型、数据中心与云计算、智能手

机、汽车电子、安防监控、航空航天等领域都对快

速读取数据有着较高的要求。高速的读取能力可以

通过优化存储架构，采用数据预存、缓存、近存储

（见表 1）、超频技术等来实现；也可以通过材料优

化升级，减少材料中的杂质缺陷来满足高性能存储

芯片的发展需求。

以大模型为例，在模型训练期间通常需要处理

大量的数据，高速读写可以快速加载训练数据，提

高模型训练的效率；在模型实时推理过程中，如自

动驾驶，通过高速读取传感器数据，对输入数据进

行实时推理，并在毫秒级的时间内做出决策，以确

保行驶安全。

（二）大容量

在数据存储备份、高性能计算、大数据与人工

表1　主要企业的存储技术进展

公司

三星集团

SK海力士

阿里巴巴

集团控股

有限公司

产品

HBM-PIM

AxDIMM

AiM

Accelerator-in-Memory

3D DRAM

性能

速度高达9.8 Gbps的HBM3e

系统性能在初步测试中提升至1.8倍，

系统整体功耗降低了近43%

能卸载96%的计算任务至DRAM的

存内计算单元，显著提升计算效

率；功耗降低80%

特定AI场景，性能相比传统中央处

理器（CPU）计算系统可提升 10倍

以上，效能比提升高达300倍

应用

图形处理器（GPU）、AI服务

器、自动驾驶汽车

AI 计算、数据库软件的外置

等场景

大模型、机器学习、高性能计

算等场景

虚拟现实／增强现实（VR/

AR）、无人驾驶、天文数据计

算、遥感影像数据分析等场景

位置

DRAM芯片中

服务器RDIMMs

在 GDDR6 内存中

嵌入了计算功能

数据存储单元和计

算单元相融合
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智能、高清视频与多媒体、云服务与虚拟化等领域

对大存储容量有着越来越高的需求。大容量的存储

能力需要在设计上采用多层堆叠 3D NAND闪存颗

粒，在较小的物理空间内实现更大的存储容量，并通

过存储分层将数据存储在不同性能和容量的存储介

质上[7]；或通过探索原子级存储技术，如利用单个原

子的状态来表示数据信息，该技术一旦成熟，将极

大提高存储密度，使存储容量达到前所未有的水平。

以大数据分析为例，大数据分析需要处理海量

的数据，包括结构化数据、半结构化数据和非结构

化数据[8]。这些数据可能来自多个数据源，如传感

器、社交媒体、日志文件等，物联网设备产生的大

量传感器数据需要被收集和存储，以便进行分析和

处理。这些数据通常需要存储原始数据、中间结果

和最终结果，就需要大量的存储设备来支持。

（三）低功耗

智能穿戴设备、移动电子设备、物联网设备、

医疗设备、工业自动化设备、数据中心和服务器、

都对低功耗存储有着广泛的需求。存储介质如 3D 

NAND Flash通过增加存储单元的堆叠层数，优化

闪存转换层（FTL）设计，从而降低整体功耗；在

电路优化设计方面，通过芯片架构精简，或采用分

布式存储架构，降低每个节点的功耗；在软件算法

方面，采用压缩数据、缓存管理、优化读写算法来

降低整体功耗。

以智能穿戴设备为例，智能手表需要长时间运

行且电池容量有限，低功耗设计可以确保手表在有

限的电量下存储大量的用户数据，如运动记录、健

康监测、消息记录等，还能快速读取数据，以便用

户随时查看历史信息，且不影响续航能力。此外，

AR/VR设备对存储的读写速度和容量有较高要求，

从而为用户提供流畅的VR/AR体验[9]。

（四）快速传输（高带宽）

在企业数据备份与恢复、大数据存储与分析、

云存储服务、视频制作与媒体存储、移动设备存储

方面对快速数据传输有着广泛的需求。改进高速接

口技术，可以为存储设备提供更高的带宽和更低的

迟延；在内部架构优化方面，采用更先进的缓存技

术、并行读写技术等，也可以提高存储系统的整体

性能。

数据对企业来说至关重要，以企业数据为例，

快速传输技术在企业数据备份和恢复中起着关键作

用。当企业遭遇数据丢失或系统故障时，需要尽快

恢复数据以恢复业务运转。通过高速存储区域网络

（SAN）或网络附件存储（NAS）设备，可以在几

分钟内恢复大型数据库或关键业务文件，高速的传

输速度能减少业务中断带来的损失。

（五）可靠性

在长期存储和频繁读写过程中，存储芯片需确

保数据的准确性和完整性；在不同温度、湿度、电

压等环境因素及长时间连续工作状态下，均能稳定

读写；具备较长的使用寿命；与不同的硬件设备和

软件系统兼容良好；可防止数据被非法访问、篡改

或泄露；能有效抵抗电磁干扰，确保数据的稳定存

储和传输；遇到意外断电、系统故障等，具备一定

的数据恢复能力；同一批次在性能和可靠性方面要

保持高度一致。

当前，我国国产厂商生产的 DRAM DIMM 可

以支持英特尔的 XMP，内存时序最低达到 CL16，

在克服行锤（Row Hammer）攻击方面，通过采用

目标行刷新（TRR）技术，配备纠错码（ECC）功

能、提升内存刷新率等方法，可取得一定成效，但

要完全克服，还面临挑战。

三、高性能存储芯片的全球发展态势

（一）DRAM

DRAM是一种半导体存储器，与大部分的随机

存取存储器（RAM）一样[10]，DRAM中的数据会在

电力切断后很快消失，因此它属于一种易失性存储

器设备。① 受消费电子市场需求变化、宏观经济形

势等因素影响，价格波动仍将是DRAM行业面临的

一个挑战。从长期来看，随着云计算、人工智能、

物联网等技术的不断发展，DRAM市场规模有望继

续增长，预计到 2031年将达到 1263.2亿美元。此

外，由于智能网联汽车以及自动驾驶的发展，车用

DRAM 将创造新增量。② 随着制程工艺的不断

缩小，DRAM的制造难度越来越大，因此从 2D架

构转向 3D 架构成为未来发展的主要方向之一。

③ DRAM 市场的竞争格局高度集中，三星集团、

SK海力士、美光科技有限公司三大供应商，通过
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技术创新、大规模生产和资本投入等方式，不断巩

固自己的市场地位，提高行业壁垒。如表 2所示，

这三家公司DRAM的市场份额合计占比达 98.3%，

且这种格局在短期内难以改变。④ DRAM会与其

他半导体技术，如处理器、闪存等进行更紧密的融

合，以实现更高的性能和更低的功耗。在封装技术

方面，会出现更多的多芯片封装（MCP）、系统级

封装（SiP）等技术[11]，将DRAM与其他芯片集成

在一起，可满足不同应用场景的需求[12]。

（二）NAND Flash

NAND Flash存储器是Flash存储器的一种，为

固态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方

案[13]。具有容量较大，改写速度快等优点，适用于

大量数据的存储，因而在业界得到了越来越多的使

用[14]，广泛应用于嵌入式产品中，包括数码相机、

MP3 随身听记忆卡、体积小巧的 USB 闪存盘等。

① 整体随着服务器终端库存调整的逐步完成以及

AI 对大容量存储产品需求的强劲推动，呈增长

趋势。② 各大厂商通过研发 3D NAND，提升闪存

的存储密度，如三星集团、美光科技有限公司等

国际企业都在积极探索更高层数的堆叠技术。根

据三星集团的规划，2025 年下半年将量产第十代

V-NAND，堆叠层数将达到 430 层；Lam Research

通过 Lam Cryo 3.0（第三代低温电介质蚀刻技术），

为其客户迈向1000层3D NAND铺平道路；通过不

断优化闪存转化层（FTL）的设计和实现方式，进

一步提高固态硬盘的性能和寿命，满足现代数据存

储系统对高速、高效、可靠存储的需求。③ 头部存

储厂商在技术、产能、市场份额等方面具有较大优

势，占据着市场的主导地位。2023年TOP3企业分

别为三星集团、铠侠股份有限公司、西部数据公

司，市场份额合计达 69.1%。随着新的竞争者不断

涌现，市场竞争也在不断加剧[15]。④ 传统应用领域

需求稳定，如固态硬盘（SSD）、USB闪存盘、存储

卡、智能手机、平板电脑等，此外，智能手机的存

储容量不断提升，对 NAND Flash 的需求也在增

加[16]；新兴应用领域带来新机遇，AI、物联网、汽

车电子等新兴应用领域对NAND Flash的需求在不断

增长，为NAND Flash带来了新的市场机遇。

（三）HBM

HBM 是一种基于 3D 堆栈工艺的高性能

DRAM[17]（见图1），具有高性能、高带宽、高容量、

低功耗、高可靠性的图形处理器内存，是当前GPU

存储单元的理想解决方案，并被广泛应用于高性能

计算、AI和图形处理等领域。① 随着AI、机器学

(a) DRAM (b) NAND Flash (c) HBM

图1　高性能芯片产品

表2　主要存储芯片厂商对比

公司

SK海力士

三星集团

美光科技有限公司

长鑫存储技术有限公司

晋华集成电路有限公司

紫光国芯半导体

股份有限公司

旺宏电子股份有限公司

优尼森电子有限公司

南亚科技股份有限公司

长江存储科技有限责任

公司

市场份额

34.7% DRAM

19.1% NANA Flash

53% HBM

41.4% DRAM

32.7% NANA Flash

38% HBM

22.2% DRAM

14.2% NANA Flash

9% HBM

不足5% DRAM，

国内第一

份额较小

份额较小，国内第二

24% NOR Flash

—

1.9% DRAM

10% NANA Flash

国内第一

制程

10 nm

（第六代）

10 nm

（第五代）

10 nm

（第三代）

10 nm

（第二代）

32 nm

12 nm

45 nm

50 nm

10 nm

（第五代）

12 nm
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习、高性能计算等领域的快速发展，以及全球范围

内数据中心的大规模建设和升级，对高带宽、低

延迟的存储需求急剧增加。多家咨询机构预测，

全球 HBM 市场将迎来快速发展期。从 2024 年到

2029 年，全球HBM市场规模预计将从 25.2亿美元

激增至 79.5 亿美元，复合年增长率高达 25.86%。

② 随着相应技术的发展，性能也在不断突破。SK

海力士已实现 12层HBM3E量产；下一代的HBM4

预计将在带宽和性能上有更显著的提升，能效比提

高40%，延迟降低10%，与先进封装技术的结合成

为未来的发展趋势[18]。如台湾积体电路制造股份有

限公司的 CoWoS 技术、三星集团的 3D 封装技术

等。③ 目前HBM市场由SK海力士、三星电子和美

光科技有限公司三大厂商垄断，在短期内难以改

变。④ HBM的发展壮大，带动上游相关互联网协

议地址（IP）解决方案、材料和设备供应商的技术

和产品不断升级；并根据下游的AI芯片厂商、数

据中心运营商等的需求，进一步推动技术的发展和

优化升级。

四、我国高性能存储芯片发展现状及面临的

挑战

（一）整体发展情况

当前，我国高性能存储芯片的技术水平与国际

先进企业存在一定差距，面对高度集中的市场格

局，市场规模较小，缺乏技术积累，低端重复竞争

严重。头部企业如长鑫存储技术有限公司在DRAM

和NAND市场份额均不足 5%，长江存储科技有限

责任公司在全球存储芯片市场的份额为 10%左右，

HBM的市场份额为0；产业链上游在高端生产设备、

原材料等方面高度依赖进口；中游生产工艺、芯片

设计、封装测试的技术研发和创新能力有待提升。

同时，我们也看到，国内厂商在部分领域实现

了突破，逐步缩小与国外的差距：长江存储科技有

限责任公司实现了 128层 3D NAND存储芯片（见

图1）；长鑫存储技术有限公司实现了国产LPDDR5

产品从 0到 1的突破；基本形成了完整的存储产业

链，以及长江三角洲、珠江三角洲、京津环渤海与

中西部四大主要产业集群[19]。随着大批高端人才回

国发展，国内企业将逐步积累自主知识产权和核心

技术，存储芯片的自给率将进一步提升。

（二）典型领域发展现状

1. DRAM

DRAM的主要需求是智能手机，而我国拥有全

球最大的智能手机市场，随着第五代移动通信网络

的部署和智能手机功能的不断增强，对高性能

DRAM的需求也将持续增长[20]。同时，随着数据中

心建设的不断扩张，也为高容量和高性能DRAM提

供了强劲的需求动力。

国内厂商，如长鑫存储技术有限公司在2019年

实现了国产19 nm的第四代同步动态随机存取存储

器（DDR4）、第四代面向移动设备的低功耗内存

（LPDDR4）量产，成为全球第四家掌握20 nm以下

制程的生产制造商；2023年推出的第五代面向移动

设备的低功耗内存（LPDDR5）系列产品，参数与

海外原厂产品已较为接近。产业链上游的原材料供

应、设备制造等环节，以及下游的应用领域都在不

断发展和完善，且上游企业与DRAM厂商的合作日

益紧密，产业链协同效应逐渐显现。

产业链的部分环节依旧依赖进口，如一些关键

的设备、材料等，对国内产业的自主发展和供应链

安全构成了一定的挑战；在技术的先进性、产品的

稳定性和良品率等方面仍存在一定差距。此外，面

对国外垄断竞争，我国企业的议价能力偏低。

2. NAND Flash

我国是NAND Flash的重要消费市场，消费电

子、物联网、人工智能、汽车电子等都对高性能存

储有极大需求。

国内企业和科研机构在新型存储技术的研发方

面积极探索，如相变存储、铁电存储等；长江存储

科技有限责任公司在3D NAND Flash技术上取得了

重要突破，成功研发出 232 层 3D NAND Flash 技

术，达到了世界先进水平；产业链环节上的企业不

断发展，产业链协同效应逐渐显现，并逐步完善。

与国际企业相比，国内企业在技术水平、产品

性能、生产规模等方面仍有一定差距，面临着较大

的竞争压力。一些关键设备、材料，如光刻机、刻

蚀机、高纯化学品等，仍然依赖进口，对产业的自

主发展和供应链安全构成了一定挑战。

3. HBM

我国是HBM的重要潜在市场，随着AI、云计

算、高性能计算和数据中心等领域的快速发展，对

HBM的需求不断增加[21]。此外，由于国际形势的
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不确定性和半导体产业的战略重要性，我国对

HBM的国产替代需求迫切。

国内一些存储芯片企业和相关产业链企业积极

布局HBM领域。除了长鑫存储技术有限公司、长

江存储科技有限责任公司等存储芯片制造商[22]，还

有雅克科技股份有限公司等材料企业，中微半导体

股份有限公司、华润上华科技有限公司等也在积极

开发HBM芯片的关键设备和工艺技术[23]。长鑫存

储技术有限公司和长江存储科技有限责任公司的子

公司武汉新芯集成电路股份有限公司在HBM研发

上取得进展，长鑫存储技术有限公司已向本国客户

发送HBM2样品，武汉新芯集成电路股份有限公司

计划建成月产2000片12″HBM的晶圆工厂[24]。

当前我国研发的 HBM 产品主要为第二代

（HBM2） 水 平 ， 与 国 际 先 进 的 第 五 代 产 品

（HBM3E）相比仍有一定差距。全球市场主要由三

星集团、SK海力士、美光科技有限公司三家主导，

我国企业的市场份额相对较小。

（三）未来面临的挑战

1. 技术突破

① 缩小制程的难度增加。随着存储芯片制程的

不断缩小并接近物理极限，进一步提高集成度变得

愈发困难。量子隧穿效应等物理现象会影响芯片的

性能和可靠性，使得在更小的尺寸下维持稳定的存

储功能和高速的读写性能面临挑战。② 新型存储技

术商业化面临挑战。尽管新型存储技术有诸多优

势，但目前仍面临着技术成熟度不足、成本较高、

与现有半导体制造工艺兼容性差等问题，难以在短

时间内完全取代传统的闪存和DRAM技术，实现大

规模的商业化应用。③ 寻找存储容量和读写速度的

最佳平衡点，满足不同应用场景的需求，是存储芯

片技术发展面临的重要挑战。

2. 市场竞争

① 市场竞争压力巨大。国际上三星集团、SK海

力士、美光科技有限公司等企业在技术、资金、市

场份额等方面具有强大的优势，通过不断加大研发

投入，推出新产品，占据了全球存储芯片市场的主

要份额。对于国内的存储芯片企业来说，在技术追

赶、市场拓展和客户获取等方面面临着巨大的竞争

压力，需要投入大量的资源和时间才能与之竞争。

② 价格波动和利润空间压缩。高性能存储芯片市场

的价格波动较为频繁，受到供需关系、技术升级、

产能扩张等多种因素的影响，企业需要具备灵活的

市场应对策略和成本控制能力，以应对价格波动带

来的挑战[25]。

3. 人才短缺

① 高端专业人才匮乏。高性能存储芯片是技术

密集型行业，对研发人员的专业能力、创新能力和

学习能力要求很高。然而，由于我国相关的高端专

业人才培养体系还不够完善，人才培养周期较长，

导致高端专业人才短缺，限制了国内高性能存储芯

片企业的技术创新和产品研发速度。② 人才竞争激

烈。全球范围内对高性能存储芯片领域的人才需求

旺盛，国际巨头企业和新兴企业都在争夺有限的人

才资源。

4. 供应链安全

① 关键材料和设备的供应限制。存储芯片制造

需要大量的关键材料，如光刻胶、特种气体、硅

片，以及高端的制造设备，如光刻机、刻蚀机、薄

膜沉积设备等[26]。目前，这些关键材料和设备的供

应主要集中在少数几家国际供应商手中，国内企业

在这方面的自主供应能力较弱。② 供应链的协同和

管理难。高性能存储芯片产业链较长，涉及设计、

制造、封装、测试等多个环节[27]，需要上下游企业

之间的紧密协同和高效管理[28]。然而，由于不同企

业之间的技术水平、生产能力和管理模式存在差

异，供应链的协同和管理难度较大。

5. 知识产权保护

① 国际专利壁垒高，国际存储芯片企业拥有大

量的核心技术专利，形成了严密的专利壁垒。国内

企业在技术研发和产品创新过程中，容易受到专利

侵权指控，或需要支付高额的专利授权费用，增加

了企业的研发成本和市场拓展难度。② 知识产权保

护意识不足，存在着技术泄露、模仿抄袭等问题，

不仅会损害企业自身利益，也影响了整个行业的创

新环境和发展秩序[29]。

五、对策建议

当前，我国存储芯片产业发展应充分发挥新型

举国体制优势，联合国内产业链优势企业协同攻

关、产业合作，推动国内厂商尽快取得技术突破，

全力支撑国家大数据、AI产业发展，加强产业生态
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有序建设。

（一）分层施策夯基础，变革策略求突破

针对行业上游，强化技术协同，联合国内工艺

制造、核心装备攻关团队以及关键零部件上下游力

量，开展攻关，基于国产技术和设备，加快建设自

主可控的先进制程工艺平台，形成可信制造体系，

带动制造和量测设备、半导体材料和化学品、电子

设计自动化（EDA）软件等企业协同发展，加速补

齐产业链。针对行业中游，鉴于我国企业在相关领

域内的市场份额仍然较低，探索通过国家政府层面

的大规模投资快速切入，加速国产化进程；通过产

业政策支持吸引高端人才回国发展，以人才聚集逐

步积累自主知识产权和核心技术；并购核心研发团

队，帮助企业快速获取先进技术，提升研发能

力[30]。鼓励国产化替代应用，通过国内国际双循环

的大市场，拉动存储厂商加大科研力度，提升品牌

影响力，推动存储芯片行业做强做大。

（二）传统新型两手抓，多条路线齐头并进

一方面，在 DRAM 和 NAND 领域，鼓励国内

企业增加重点领域的研发投入，并通过寻求专利许

可、收购已退市厂商核心专利的方式加大核心技术

的储备；而对于新型存储器领域，加大专利布局，

突破核心技术，加速从研发到产品的成果转化速

度，进而在新一轮技术革新中占据领先地位。另一

方面，谋求换道发展，积极探索产业新赛道。按照

技术成熟度，稳步推进技术攻关，“十五五”期间

以动态随机存储标准（DDR6）为主攻方向，同时

推进 HBM、 MRAM、 3D DRAM、相变存储器

（PCM）等新型存储芯片技术发展路线。

（三）加速形成新技术布局，逐渐打破市场层垄断

严守小容量存储技术、利基存储技术阵地，扎

实做好主营产品，完善产品规格，提升产品的竞争

力。同时，向高层数大容量 3D NAND Flash、

DDR6、HBM、MRAM等先进存储与封装技术路线

布局。减少同质竞争，突出产品特色，走专一化路

线，满足特定应用领域的需求；针对应用场景，全

面考虑如长周期、恶劣环境和连续工作等条件，针

对性的进行硬件设计；强化产品质量、功能、价

值，提升产品竞争力；突出产品的差异化和个性化

定制，适应当前不断变化的市场需求。形成垂直整

合能力，鼓励部分头部企业探索延伸布局封测、制

造等领域，构建完整的存储芯片垂直整合能力，即

构建包括芯片设计与封装测试在内的半导体垂直整

合能力，实现半导体存储品牌公司转型升级。
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